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Be s chre ibung 

Anordnung und Verfahren zum riickseitigen Kontaktieren eines 
Halbl eiter subs t rats 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung und ein 
Verfahren zum riickseitigen Kontaktieren eines Halbleitersub- 
strats . 

Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen werden Verfah- 
rensschritte verwendet, die eine elektrische Kontaktierung zu 
dem zu bearbeitenden Substrat erfordern. Dies ist zum Bei- 
spiel bei elektrischen beziehungsweise elektrochemischen Pro- 
zeSschritten der Fall. Urn sehr viele gleichartige Bauelemente 
parallel auf einem Halbleitersubstrat herstellen zu konnen, 
ist es erf orderlich, daS das Substrat durch den ProzeSschritt 
gleichmaSig bearbeitet wird. Dies erfordert Kontakt i e rung s- 
verfahren, die einen beziiglich des Substrats moglichst homo- 
genen elektrischen Kontakt herstellen. Falls kein homogener 
elektrischer Kontakt gewahrleistet ist, so ergibt sich eine 
Variation des elektrischen Potentials liber das Substrat, was 
sich in einer inhomogenen ProzeSf iihrung bemerkbar machen kann 
und eine gleichmafiige Durchfuhrung des ProzeEschrittes ver- 
hindert . Die Schwankung fuhrt zu einer ungleichmaSigen galva- 
nischen Abscheidung bei einem negativen Substratpotential und 
zu einer ungleichmaSigen anodischen Auflosung bei einem posi- 
tiven Substratpotential. 

Bei der anodischen Auflosung des Substrats bilden sich zum 
30 Beispiel bei geeignet gewahlter Dotierung und Elektrolyt zu- 
sammensetzung bei einem niedrigen anodischen Potential Poren 
aus und bei einem hohen anodischen Potential elektropolierte 
Flachen. Dies stellt eine gravierende Abhangigkeit der gebil- 
deten Halbleiterbauelemente von dem anliegenden Potential dar 
3 5 und kann die Bildung f unktionierender Halbleiterbauelemente 
verhindern. 
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Die Bildung von Poren in Silizium ist zum Beispiel fur die 
Herstellung von Grabenkondensatoren interessant, da durch die 
Porenbildung eine erhebliche Oberf 1 achenve rgroSerung und eine 
damit verbundene Kapazitatsvergrofierung realisiert werden 
5 kann. Als Poren sind sogenannte Mesoporen mit einem Poren- 

durchmesser im Bereich von 2 bis 10 Nanometern (nm) besonders 
geeignet. Da - wie bereits oben erwahnt - die Bildung von Po- 
ren von dem elektrischen Potential abhangt , ist es von grofier 
Bedeutung, dieses Potential moglichst gleichmaSig fiber das 
10 Substrat verteilt an das Substrat anzulegen. 

Ein bekanntes Verfahren, einen gleichmafiigen ganzf lachigen 
ruckseitigen Kontakt zu einem Halbleitersubstrat herzustel- 
len, ist zum Beispiel in dem Patent US 5,209,833 gezeigt. Da- 
bei wird ein Elektrolytkontakt zu der Substratriickseite her- 
gestellt, der eine sehr geringe Schwankung des Kontaktwider- 
stands zwischen Substrat und Elektrolyt gewahrleistet . 

Das Verfahren zur Bildung eines ganzf lachigen Elektrolyt-Riick- 

2 0 seitenkontakts ist allerdings prozeStechnisch aufwendig. 

Es ist die Aufgabe der Erfindung eine Anordnung und ein Ver- 
fahren zur gleichma&igen Kontakt ierung eines Halbleitersub- 
strat s anzugeben. 

25 

Die Aufgabe wird gelost durch eine Anordnung zur Kontakt ie- 
rung eines Halbleitersubstrats mit: 

- einem Grundkorper, der eine Grundkorperoberf lache aufweist, 
auf der ein erster Dichtungsring und ein zweiter Dichtungs- 

3 0 ring angeordnet sind, wobei der erste Dichtungsring kleiner 

ist als der zweite Dichtungsring und der erste Dichtungs- 
ring vollstandig innerhalb des von dem zweiten Dichtungs- 
ring umschlossenen Gebiets der Grundkorperoberf lache ange- 
ordnet ist; 

35 - wobei ein Halbleitersubstrat auf dem ersten Dichtungsring 
und dem zweiten Dichtungsring angeordnet werden kann; 
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- wobei in dem Grundkorper, ausgehend von der Grundkorper- 
oberflache, zwischen dem ersten Dichtungsring und dem zwei- 
ten Dichtungsring eine erste Offnung und eine zweite Off- 
nung angeordnet sind; und 
5 - wobei ein Kontaktdraht freiliegend an der Grundkorperober- 
flache des Grundkorpers zwischen dem ersten Dichtungsring 
und dem zweiten Dichtungsring angeordnet ist. 

Die erf indungsgemaSe Anordnung umfafit somit zwei Dichtungs- 
ringe in einem Grundkorper. Das Substrat kann beispielsweise 
auf die Dichtungsringe aufgebracht werden und die Substra- 
triickseite kann in dem Kreisring zwischen den beiden Dich- 
tungsringen von einem Isolator freigeatzt werden, wodurch 
beispielsweise eine leitfahige Schicht, die auf der Ruckseite 
des Substrats aufgebracht ist, freigelegt wird. AnschlieSend 
kann die freigelegte leitfahige Schicht zwischen den beiden 
Dichtungsringen mit einem Elektrolyten kontaktiert werden. 
Als Kontakt fur den Elektrolyten dient dabei der Kontakt- 
draht, der in dem ringf ormigen Streifen zwischen dem ersten 
und dem zweiten Dichtungsring angeordnet ist. Die leitfahige 
Schicht in dem Substrat ermoglicht es, daS der uber den Elek- 
trolytkontakt eingepragte Strom gleichmaSig uber die Substra- 
truckseite verteilt wird und von der Substratriickseite zu der 
Substratvorderseite flieSen kann. 

Es ist vorgesehen, daS das Substrat, das eine erste Hauptfla- 
che und eine zweite Hauptflache umfafit, auf dem ersten Dich- 
tungsring und dem zweiten Dichtungsring angeordnet ist. 

30 Weiterhin ist vorgesehen, daS auf der ersten Hauptflache eine 
leitfahige Schicht angeordnet ist, die eine Oberflache auf- 
weist. Die leitfahige Schicht dient dazu, einen Strom gleich- 
maSig uber die Substratriickseite zu verteilen. 

35 Weiterhin ist vorgesehen, daS auf der leitfahigen Schicht ei- 
ne erste Isolationsschicht angeordnet ist, die in dem Bereich 
zwischen dem ersten Dichtungsring und dem zweiten Dichtungs- 
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ring entfernt ist. Das Entfernen der Isolationsschicht zwi- 
schen dem ersten und dem zweiten Dichtungsring hat den Vor- 
teil, daS ein elektrischer Kontakt zwischen dem ersten Dich- 
tungsring und dem zweiten Dichtungsring zu der leitfahigen 
5 Schicht und somit zu der Substratriickseite gebildet werden 
kann. 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht 
vor, date von dem ersten Dichtungsring, dem zweiten Dichtungs- 
ring, dem Grundkorper und dem Substrat ein Hohlraum begrenzt 
ist. Der Hohlraum weist den Vorteil auf, dafi in ihn bei- 
spielsweise eine Atzsubstanz einleitbar ist, mittels derer 
die Isolationsschicht von der leitfahigen Schicht entfernt 
werden kann. Weiterhin weist der Hohlraum den Vorteil auf, 
dafi ein Elektrolyt in den Hohlraum einleitbar ist, mittels 
dem ein elektrischer Kontakt zwischen dem Kontaktdraht und 
der leitfahigen Schicht ausbildbar ist. 

Vorteilhaft ist dabei, den zwischen dem ersten Dichtungsring 
und dem zweiten Dichtungsring eingeschlossenen Bereich der 
Substratoberf lache ringformig am Waferrand auszubilden, da 
dort ublicherweise die Dicke einer Isolationsschicht geringer 
ist als im Zentrum der Ruckseite des Wafers. Die am Rand diin- 
ner ausgebildete Isolatorschicht weist den Vorteil auf, dafi 
sie im Randbereich schneller von der leitfahigen Schicht ent- 
fernt werden kann. Weiterhin kann die Atzzeit zum Freilegen 
der leitfahigen Schicht dadurch verkiirzt werden, daS speziel- 
le Halteklammern bei einer Nitrid- oder einer Polysiliziumab- 
scheidung verwendet werden, die eine Abscheidung in dem Be- 
reich zwischen dem ersten Dichtungsring und dem zweiten Dich- 
tungsring reduzieren. 

Bezuglich des Verfahrens wird die Aufgabe gelost durch ein 
Verfahren zur Kontaktierung eines Halbleitersubstrat s mit den 
35 Schritten: 

- Bereitstellen eines Grundkorpers , der eine Grundkorperober- 
f lache auf weist, auf der ein erster Dichtungsring und ein 
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zweiter Dichtungsring angeordnet sind, wobei der erste 
Dichtungsring kleiner ist als der zweite Dichtungsring und 
der erste Dichtungsring vollstandig innerhalb des von dem 
zweiten Dichtungsring umschlossenen Gebiets der Grundkor- 
5 peroberf lache angeordnet ist; 

- wobei in dem Grundkorper, ausgehend von der Grundkorper- 
oberf lache, zwischen dem ersten Dichtungsring und dem zwei- 
ten Dichtungsring eine erste Offnung und eine zweite 6ff- 
nung angeordnet sind und 

10 - wobei ein Kontaktdraht freiliegend an der Grundkorperober- 

flache des Grundkorpers zwischen dem ersten Dichtungsring 
▼ und dem zweiten Dichtungsring angeordnet ist; 

- Bereitstellen eines Substrats, das eine erste Hauptflache 
und eine zweite Hauptflache umfafit, wobei eine leitfahige 

15 Schicht auf der ersten Hauptflache angeordnet ist; 

- Anordnen des ersten Substrats mit der ersten Hauptflache 
auf dem ersten Dichtungsring und dem zweiten Dichtungsring, 

- wobei ein Hohlraum gebildet wird, der von dem ersten Dich- 
tungsring, dem zweiten Dichtungsring, dem Grundkorper und 

2 0 dem Substrat begrenzt wird; 

- Einleiten eines Elektrolyten durch die erste Offnung in den 
Hohlraum, wobei eine elektrische Verbindung zwischen der 
leitfahigen Schicht und dem Kontaktdraht gebildet wird. 

25 Das erf indungsgemaSe Verfahren bildet einen elektrischen Kon- 
takt zu der Riickseite eines Halbleiterwaf ers . Der elektrische 
Kontakt wird dabei in dem Hohlraum gebildet, welcher ringfor- 
mig an der Substratriickseite verlauf t . Vorteilhaft ist dabei, 
daS die nafichemische Behandlung auf den Bereich des Hohlraums 

3 0 beschrankt ist, wodurch die aufwendige Handhabung des Halb- 

leiterwafers bei einer ganzf lachigen Ruckseitenpraparation 
vermieden werden kann. Durch die leitfahige Schicht wird der 
in die Substratriickseite eingepragte Strom gleichmaiSig iiber 
die Substratriickseite verteilt und ein homogener StromfluS 
3 5 von der Substratriickseite zur Substratvorderseite ist ermog- 
licht . 
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Ein Verf ahrensschritt sieht vor, dag auf der leitfahigen 
Schicht eine Isolationsschicht angeordnet ist und in den 
Hohlraum eine Atzsubstanz eingeleitet wird, welche die Isola- 
tionsschicht von der leitfahigen Schicht entfernt. Das 
5 Freiatzen der leitfahigen Schicht findet vorzugsweise in dem 
Hohlraum statt, wodurch die leitfahige Schicht zur elektri- 
schen Kontaktierung freigelegt wird. 

Ein weiterer Verf ahrensschritt sieht vor, dafe zwischen dem 
10 Substrat und der leitfahigen Schicht eine Barrierenschicht 

gebildet wird. Die Barrierenschicht dient beispielsweise da- 
zu, eine Verunreinigung des Substrats durch Materialien, die 
in der leitfahigen Schicht angeordnet sind, zu verhindern. 
Dazu kann die Barrierenschicht beispielsweise eine Diffusi- 
15 onsbarrierenwirkung aufweisen. Weiterhin ist vorgesehen, daS 
die Barrierenschicht leitfahig ist. 

Ein weiterer Verf ahrensschritt sieht vor, daS die Isolations- 
schicht Siliziumnitrid oder Siliziumoxid umfafet und mit einem 

2 0 Atzmittel geatzt wird, das FluSsaure oder Salpetersaure um- 

fa£t, wodurch die leitfahige Schicht freigelegt wird. 

Ein weiterer Verf ahrensschritt sieht vor, dafi die Isolations- 
^ schicht mittels eines Trockenat zprozesses entfernt wird, der 
25 eine auf das Substrat aufgebracht Atzmaske verwendet . 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge- 
genstand der jeweiligen Unteranspriiche . 

3 0 Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausf uhrungsbeispie- 

len und Figuren naher erlautert. 

In den Figuren zeigen: 



35 



Figur 1 



die Drauf sieht auf einen Grundkorper mit Dichtungs- 
ringen der zur Aufnahme eines Halbleitersubstrats 
geeignet ist; 
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Figur 2 einen Schnitt durch den in Figur 1 dargestellten 
Grundkorper entlang der Schnittlinie II; 

5 Figur 3 einen Schnitt durch den in Figur 1 dargestellten 
Grundkorper entlang der Schnittlinie III; 

Figur 4 ein Substrat mit einer auf der Substratriickseite 
auf gebrachten leitfahigen Schicht. 

10 

In Figur 1 ist ein Grundkorper 21 dargestellt, der eine 
Grundkorperoberf lache 22 auf weist . Auf der Grundkorperober- 
flache 22 ist ein erster Dichtungsring 23 und ein zweiter 
Dichtungsring 24 angeordnet . Der erste Dichtungsring 23 ist 

15 kleiner ausgebildet als der zweite Dichtungsring 24 und der 
erste Dichtungsring 23 ist vollstandig innerhalb des von dem 
zweiten Dichtungsring 24 umschlossenen Gebiets 3 0 der Grund- 
korperoberf lache 22 angeordnet. Weiterhin ist zwischen dem 
ersten Dichtungsring 23 und dem zweiten Dichtungsring 24 eine 

2 0 erste Offnung 2 6 und eine zweite Offnung 2 7 angeordnet. Die 
erste Offnung 26 ist beispielsweise mit einem Einlafi 35 ver- 
bunden, durch den Gase und Flussigkeiten in den Bereich zwi- 
schen dem ersten Dichtungsring 2 3 und dem zweiten Dichtungs- 

p ring 24 einleitbar sind. Die zweite Offnung 27 ist beispiels- 

25 weise mit einem AuslaS 36 verbunden, durch den Flussigkeiten 
und Gase aus dem Zwischenraum zwischen dem ersten Dichtungs- 
ring 2 3 und dem zweiten Dichtungsring 24 entfernbar sind. 
Wird beispielsweise ein Halbleitersubstrat 1 auf den ersten 
Dichtungsring 23 und den zweiten Dichtungsring 24 aufge- 

30 bracht, so entsteht ein Hohlraum 25, der von dem ersten Dich- 
tungsring 23 , dem zweiten Dichtungsring 24, der Grundkorper- 
oberf lache 22 und dem Halbleitersubstrat 1 begrenzt wird. In 
den Hohlraum 25 sind beispielsweise Gase und Flussigkeiten 
durch die erste Offnung 26 und die zweite Offnung 27 einleit- 

35 bar und ausleitbar. Zusatzlich ist ein dritter Dichtungsring 
31 dargestellt, der groSer ist als der erste Dichtungsring 23 
und der zweite Dichtungsring 24. 
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In Figur 2 ist ein Schnittbild entlang der Schnittlinie II 
dargestellt. Der Grundkorper 21 weist die Grundkorperoberf la- 
che 22 auf, auf der der erste Dichtungsring 2 3 und der zweite 
5 Dichtungsring 24 angeordnet sind. Auf dem ersten Dichtungs- 
ring 23 und dem zweiten Dichtungsring 24 ist ein Halbleiter- 
substrat 1 angeordnet, das eine erste Hauptflache 2 und eine 
zweite Hauptflache 3 aufweist. Die erste Hauptflache 2 ist 
dem Grundkorper 21 zugewandt und liegt auf dem ersten und dem 
10 zweiten Dichtungsring (23, 24) auf. In dem Grundkorper 21 ist 
die erste Offnung 26 und die zweite Offnung 27 zwischen dem 

™ ersten Dichtungsring 23 und dem zweiten Dichtungsring 24 an- 
geordnet. Die erste Offnung 26 ist mit dem EinlaS 35 verbun- 
den und die zweite Offnung 2 7 ist mit dem AuslaS 3 6 verbun- 

15 den. Auf dem Grundkorper 21 ist ein dritter Dichtungsring 31 
angeordnet und auf der zweiten Hauptflache 3 des Substrats 1 
ist ein vierter Dichtungsring 32 angeordnet. Auf den dritten 
Dichtungsring 31 und den vierten Dichtungsring 32 ist ein 
Atzbecher 34 auf gebracht . In den Atzbecher 34 ist eine Flus- 

20 sigkeit einleitbar, welche die zweite Hauptflache 3 des Sub- 
strats 1 benetzen kann und mittels einer Gegenelektrode 33 
elektrisch kontaktierbar ist. In dem Hohlraum 25, zwischen 
dem ersten Dichtungsring 23 und dem zweiten Dichtungsring 24, 

^ ist auf der Grundkorperoberf lache 22 des Grundkorpers 21 ein 

^5 Kontaktdraht 28 angeordnet. Zusatzlich ist ein Lager (37) 
vorgesehen, auf dem das Substrat (1) ruhen kann, wenn eine 
ProzeSf liissigkeit in den Atzbecher (34) eingefiillt wird. 



In Figur 3 ist ein Schnittbild entlang der Schnittlinie III 
30 aus Figur 1 dargestellt. Die in Figur 3 dargestellte Anord- 
nung unterscheidet sich von Figur 2 dahingehend, daS die er- 
ste Offnung 26 und der EinlaS 35 sowie die zweite Offnung 2 7 
und der Auslafe 36 nicht entlang der Schnittlinie III angeord- 
net sind. 

35 

In Figur 4 ist ein Substrat 1 dargestellt, das eine erste 
Hauptflache 2 und eine zweite Hauptflache 3 aufweist. Bei- 
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spielsweise wird die erste Hauptflache 2 als Substratriicksei- 
te und die zweite Hauptflache 3 als Substratvorderseite be- 
zeichnet, in der beispielsweise elektrische Bauelemente wie 
Transistoren, Kapazitaten und Widerstande gebildet werden. 
5 Auf der ersten Hauptflache 2 ist eine Barrierenschicht 4 an- 
geordnet . Auf der Barrierenschicht 4 ist eine leitfahige 
Schicht 5 angeordnet. Auf der leitfahigen Schicht 5 ist eine 
erste Isolationsschicht 6, auf der ersten Isolationsschicht 6 
ist eine zweite Isolationsschicht 7 und auf der zweiten Iso- 
10 lationsschicht 7 ist eine weitere Schicht 8 mit einer Ober- 
, flache 9 angeordnet. Weitere Ausgestaltungen der in Figur 4 

^ dargestellten Anordnung sind zum Beispiel auch ohne die Bar- 
rierenschicht 4 und ohne den Isolationsschichtstapel beste- 
hend aus den Schichten 6, 7 und 8 moglich. Ebenso konnen ein- 
15 zelne oder mehrere der Schichten 4, 6, 7 und 8 angeordnet 
sein. 

Nachfolgend wird anhand von Figur 2 ein Verfahren zur Ruck- 
seitenkontaktierung eines Substrats 1 beschrieben. Das Sub- 

2 0 strat 1 wird auf den ersten Dichtungsring 23 und den zweiten 

Dichtungsring 24 aufgelegt, wobei die Oberflache 9 dem Grund- 
korper 21 zugewandt ist. Auf der ersten Hauptflache 2 des 
Substrats 1 ist die leitfahige Schicht 5 angeordnet. Ist bei- 
^ spielsweise auf der leitfahigen Schicht 5 eine Isolations- 
25 schicht angeordnet, so wird zunachst ein Atzmittel in den 
EinlaS 35 eingelassen, welches durch die Offnung 26 in den 
Hohlraum 25 gelangt und einen kreisf ormigen Bereich der leit- 
fahigen Schicht 5 von der Isolationsschicht 6 befreit. Das 
Atzmittel flieSt dabei durch den Hohlraum 25 zu der zweiten 

3 0 Offnung 27 und durch den AuslaS 36. Ist die leitfahige 

Schicht 5 in dem ringformigen Bereich zwischen dem ersten 
Dichtungsring und dem zweiten Dichtungsring freigelegt, so 
wird ein Elektrolyt durch den Einla£ 3 5 und die erste Offnung 
26 in den Hohlraum 25 eingeleitet, wodurch ein elektrischer 
35 Kontakt zwischen der leitfahigen Schicht 5 und dem Kontakt- 
draht 2 8 gebildet wird. Uber den Kontaktdraht 2 8 ist nun ein 
Strom durch den Elektrolyten in die leitfahige Schicht 5 ein- 
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pragbar, der sich aufgrund der guten Leitf ahigkeit der leit- 
fahigen Schicht 5 gleichmaSig liber die Substratruckseite ver- 
teilt und gleichmaSig durch das Substrat 1 hindurch zu der 
Vorderseite des Substrats 1 flieSen kann. 1st beispielsweise 
eine leitfahige Fliissigkeit in den Atzbecher 34 eingeleitet, 
so flieSt der elektrische Strom weiter von der zweiten 
Hauptflache 3 durch die leitfahige Fliissigkeit zu der Gegene- 
lektrode 33. 

Nach dem Freiatzen der leitfahigen Schicht in dem ringformi- 
gen Hohlraum 2 5 kann der Hohlraum 2 5 beispielsweise mit deio- 
nisiertem Wasser gereinigt und gespult werden, bevor der 
Elektrolyt eingefiillt wird. Nach AbschluS der elektrochemi- 
schen Prozessierung der zweiten Hauptflache 3 kann der Elek- 
trolyt aus dem Hohlraum 2 5 entfernt werden, eine nachfolgende 
Spiilung mit deionisiertem Wasser durchgefiihrt werden und an- 
schliefiend eine Trocknung mit Stickstoff durchgefiihrt werden. 

Die leitfahige Schicht 5 kann beispielsweise aus Metallen 
oder Siliziden gebildet werden. Als Metall ist beispielsweise 
Wolfram, als Silizid ist beispielsweise Wolf ramsilizid geeig- 
net . Ebenso ist es moglich, die leitfahige Schicht aus Wolf- 
ramnitrid zu bilden. Die Barrierenschicht 4 kann beispiels- 
weise ebenfalls aus Wolf ramnitrid gebildet werden. 
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Patentanspruche 

1. Anordnung zur Kontaktierung eines Halbleitersubstrats 
mit : 

5 - einem Grundkorper (21) , der eine Grundkorperoberf lache (22) 
aufweist, auf der ein erster Dichtungsring (23) und ein 
zweiter Dichtungsring (24) angeordnet sind, wobei der erste 
Dichtungsring (23) kleiner ist als der zweite Dichtungsring 
(24) und der erste Dichtungsring (23) vollstandig innerhalb 

10 des von dem zweiten Dichtungsring (24) umschlossenen Ge- 

biets (30) der Grundkorperoberf lache (22) angeordnet ist; 

^ - wobei ein Halbleitersubstrat (1) auf dem ersten Dichtungs- 
ring (23) und dem zweiten Dichtungsring (24) angeordnet 
werden kann ; 

15 - wobei in dem Grundkorper (21) , ausgehend von der Grundkor- 
peroberf lache (22) , zwischen dem ersten Dichtungsring (23) 
und dem zweiten Dichtungsring (24) eine erste Offnung (26) 
und eine zweite Offnung (2 7) angeordnet sind; und 
- wobei ein Kontaktdraht (28) freiliegend an der Grundkorper- 

20 oberflache 22 des Grundkorpers (21) zwischen dem ersten 

Dichtungsring (23) und dem zweiten Dichtungsring (24) ange- 
ordnet ist. 

^ 2 . Anordnung nach Anspruch 1 , 

25 dadurch gekennzeichnet, daS 

ein Substrat (1), das eine erste Hauptflache (2) und eine 
zweite Hauptflache (3) umfafit, auf dem ersten Dichtungsring 
(23) und dem zweiten Dichtungsring (24) angeordnet ist. 

3 0 3. Anordnung nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

auf der ersten Hauptflache (2) eine leitfahige Schicht (5) 

angeordnet ist, die eine Oberflache (9) aufweist. 



35 



4. Anordnung nach einem der Anspruche 2 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
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auf cier leitfahigen Schicht (5) eine erste Isolationsschicht 
(6) angeordnet ist, die in dem Bereich zwischen dem ersten 
Dichtungsring (23) und dem zweiten Dichtungsring (24) ent- 
f ernt ist . 

5 

5. Anordnung nach einem der Anspriiche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeich.net, daS 

von dem ersten Dichtungsring (23) , dem zweiten Dichtungsring 
(24), der Grundkorperoberf lache (22) und dem Substrat (1) ein 
10 Hohlraum (25) begrenzt ist. 

6. Verfahren zur Kontaktierung eines Halbleitersubstrats 
mit den Schritten: 

- Bereitstellen eines Grundkorpers (21) , der eine Grundkor- 
15 peroberf lache (22) aufweist, auf der ein erster Dichtungs- 
ring (23) und ein zweiter Dichtungsring (24) angeordnet 
sind, wobei der erste Dichtungsring (23) kleiner ist als 
der zweite Dichtungsring (24) und der erste Dichtungsring 
(23) vollstandig innerhalb des von dem zweiten Dichtungs- 

2 0 ring (24) umschlossenen Gebiets (30) der Grundkorperober- 

f lache (22) angeordnet ist, 

- wobei in dem Grundkorper (21) , ausgehend von der Grundkor- 
peroberf lache (22) , zwischen dem ersten Dichtungsring (23) 

^ und dem zweiten Dichtungsring (24) eine erste Offnung (26) 

2 5 und eine zweite Offnung (27) angeordnet sind und 

- wobei ein Kontaktdraht (2 8) freil legend an der Grundkorper- 
oberf lache (22) des Grundkorpers (21) zwischen dem ersten 
Dichtungsring (23) und dem zweiten Dichtungsring (24) ange- 
ordnet ist ; 

30 - Bereitstellen eines Substrats (1) , das eine erste Hauptfla- 
che (2) und eine zweite Hauptf lache (3) umf aSt , wobei eine 
leitfahige Schicht (5) auf der ersten Hauptf lache (2) ange- 
ordnet ist; 

- Anordnen des ersten Substrats (1) mit der ersten Hauptf la- 

3 5 che (2) auf dem ersten Dichtungsring (2 3) und dem zweiten 

Dichtungsring (24) , 
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- wobei ein Hohlraum (25) gebildet wird, der von dem ersten 
Dichtungsring (23) , dem zweiten Dichtungsring (24) , der 
Grundkorperoberf lache (22) und dem Substrat (1) begrenzt 
wird; 

5 - Einleiten eines Elektrolyten durch die erste Offnung (26) 
in den Hohlraum (25) , wobei eine elektrische Verbindung 
zwischen der leitfahigen Schicht (5) und dem Kontaktdraht 
(28) gebildet wird. 

10 7. Verfahren nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
auf der leitfahigen Schicht (5) eine Isolationsschicht (6) 
angeordnet ist und in den Hohlraum (25) eine Atzsubstanz ein- 
geleitet wird, welche die Isolationsschicht (6) von der leit- 
15 fahigen Schicht (5) entf ernt . 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, daE 
zwischen dem Substrat (1) und der leitfahigen Schicht (5) ei- 

20 ne Barrierenschicht (4) gebildet wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

£ die Isolationsschicht (6) Siliziumnitrid oder Siliziumoxid 
25 umfa&t und mit einem Atzmittel geatzt wird, das Flufisaure 

oder Salpetersaure umfaSt, wobei die leitfahige Schicht (5) 
freigelegt wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 9, 
30 dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Isolationsschicht (6) mittels eines Trockenat zprozesses 
entf ernt wird, der eine auf das Substrat (1) aufgebrachte 
Atzmaske verwendet . 
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Zusammenf assung 

Anordnung und Verfahren zum ruckseitigen Kontaktieren eines 
Halbleitersubstrats 

Es wird ein Grundkorper (21) bereitgestellt , auf dem ein er- 
ster Dichtungsring (23) und ein zweiter Dichtungsring (24) 
angeordnet sind. Auf den Dichtungsringen wird ein Substrat 
(1) angeordnet, so daS ein Hohlraum (25) zwischen dem ersten 
Dichtungsring (23) , dem zweiten Dichtungsring (24) , dem 
Grundkorper (21) und dem Substrat (1) gebildet wird. In den 
Hohlraum (25) ist eine Atzsubstanz zum Freiatzen einer auf 
das Substrat (1) auf gebrachten leitfahigen Schicht einleit- 
bar. Ist eine auf der Substratriickseite aufgebrachte leitfa- 
hige Schicht (5) freigelegt, so kann in den Hohlraum (2 5) ein 
Elektrolyt eingefullt werden, der die leitfahige Schicht (5) 
und somit die Substratriickseite kontaktiert. 



Figur 2 
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Bezugszeichenliste 





1 


Substrat 




2 


erste Hauptriacne 


5 


3 


zweite Hauptflache 




4 


Barrierenschicht 




5 


leitf ahige Schicht 




6 


erste Isolationsschicht 




7 


zweite Isolationsschicht 


10 


8 


weitere Schicht 




9 


Oberf lache 


to 


21 


Grundkorper 




22 


G rundko rperoberflache 




23 


erster Dichtungsring 


15 


24 


zweiter Dichtungsring 




2 b 


rioniraum 




26 


erste Offnung 




27 


zweite Offnung 




28 


Kon t akt dr ah t 


20 


29 


Elektrolyt 




30 


umschlossenes Gebiet 




31 


dritter Dichtungsring 




32 


vierter Dichtungsring 


# 


33 


Gegenelektrode 


25 


34 


Atzbecher 




35 


EinlaS 




36 


AuslaS 




37 


Lager 
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